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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen lateralen Transistor
mit hoher Stromtragfahigkeit, gemalk dem Oberbegriff
des Anspruchs 1, sowie ein Verfahren zur Herstellung
eines Transistors gemal dem Oberbegriff des An-

spruchs 8.
[0002] Galliumnitrid-basierte Transistoren kdnnen
durch einen Kontakt zwischen einer Galliumnit-

rid-(GaN-)Schicht und einer Aluminiumgalliumnitrid-(Al-
GaN-)Schicht eine stark leitfahige Schicht an der Al-
GaN/GaN-Grenzflache aufweisen, die sich als Transis-
torkanal eines Feldeffekttransistors einsetzen lasst. Die
leitfahige Schicht wird tiber zwei auf der Halbleiterober-
flache aufgebrachte Metallflachen kontaktiert, welche
Source und Drain des Transistors darstellen. Eine zwi-
schen Source und Drain auf die Oberflache aufgebrachte
Steuerelektrode dient als Gate des Feldeffekttransistors.
Kennzeichnend fur einen derartigen Aufbau ist, dass alle
drei Transistoranschlisse Uber die Oberseite des Halb-
leiters zugénglich sind. AuRerdem ist charakteristisch,
dass der Strom im Transistorkanal parallel zur Halblei-
teroberflache flieRt. Bei einem derartigen Transistorauf-
bau spricht man von einem lateralen Bauelement. Im Ge-
gensatz dazu werden viele Transistoren z. B. in der Si-
liziumtechnologie als vertikale Bauelemente entworfen.
Dabei ist mindestens ein Transistoranschluss - Ublicher-
weise Source oder Drain - von der Unterseite des Halb-
leitersubstrats kontaktierbar.

[0003] Die Entwicklung GaN-basierter Feldeffekttran-
sistoren mit einem Schottkymetall als Gate (HEMT) oder
einem durch ein Dielektrikum isolierten Metall als Gate
(MISFET) ist fir Anwendungen als Mikrowellenverstar-
ker weit fortgeschritten. Derartige Bauelemente haben
typischerweise Gateweiten unterhalb 100 mm. Die An-
ordnung der Source-, Drain- und Gateelektroden auf der
Halbleiteroberflache wird dabei durch die Besonderhei-
ten der elektrischen Signalausbreitung im Frequenzbe-
reich der Mikrowellen bestimmt und flihrt zu untereinan-
der liegenden abwechselnden Source- und Drainfeldern,
zwischen denen die Gateelektroden liegen. Diese sind
in der Regel seitlich der Source- und Drainfelder auf einer
Seite elektrisch leitend miteinander verbunden.

[0004] Die Entwicklung GaN-basierter Transistoren
als Schalttransistoren in der Leistungselektronik ist noch
nicht so weit fortgeschritten. Hier werden Transistoren
mit einer héheren Pulsstromtragfahigkeit, typischerwei-
se oberhalb 50 A, und einer groReren Gateweite von ty-
pischerweise oberhalb 100 mm bendtigt. Da die ange-
strebten Schaltfrequenzen in der Leistungselektronik
deutlich unterhalb 1 GHz liegen und somit die Lange der
elektromagnetischen Wellen als sehr grol® gegeniber
den Transistorabmessungen betrachtet werden kann,
ergeben sich hier gréRere Freiheiten in der Anordnung
der Source-, Drain- und Gateelektroden auf der Halblei-
teroberflache.

[0005] Es ist somit erkennbar, dass sich der laterale
Aufbau eines GaN-Transistors flr Schaltzwecke in der
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Leistungselektronik sowohl von dem Aufbau eines GaN-
Mikrowellentransistors unterscheiden kann, als auch von
dem Aufbau eines vertikalen Schalttransistors fiir die
Leistungselektronik. Besondere Aufmerksamkeit muss
der effizienten Ausnutzung der Halbleiterflache zukom-
men, da GaN-basierte Halbleiter besonders hohe Kosten
pro Halbleiterfliche aufweisen. EP 1471581A1 be-
schreibt einen MOS Transistor mit einer maschenartigen
Gateelektrode, die eine Vielzahl langgezogener und sich
zueinander parallel erstreckender Drahte umfasst, die
eine weitere Vielzahl langgezogener und sich zueinan-
der parallel erstreckender Drahte Uberschneiden, so
dass ein Array von Gatiiberschneidungen tber der Ober-
flaiche eines Substrats sowie ein Array von Soun-
rce/Drain Regionen definiert ist.

[0006] Esisteine Aufgabe dervorliegenden Erfindung,
einen Transistoraufbau anzugeben, welcher die zur Ver-
flgung stehende Halbleiterflache mdglichst effizient aus-
nutzt und bei gegebener Halbleiterfliche eine mdglichst
hohe Stromtragféhigkeit erzielt. Der Transistoraufbau
soll so strukturiert sein, dass eine einfache Skalierung
der Stromtragféahigkeit der Transistoren mdglich ist. Die
elektrisch aktiven Gebiete sollen so angeordnet werden,
dass die im Transistorbetrieb sich einstellende Tempe-
ratur der elektrisch aktiven Gebiete auf dem Halbleiter
mdglichst konstant verteilt ist.

[0007] Diese Aufgabenwerden durch einen Transistor
mit den in Anspruch 1 genannten Merkmalen bzw. ein
Verfahren mit den in Anspruch 8 genannten Merkmalen
geldst. Vorteilhafte Ausfihrungsformen weisen in den
abhangigen Anspriichen genannte Merkmale auf.
[0008] In dem erfindungsgemaRen Transistor flieBen
die hohen Quellen- und Senkenstréme der zusammen
geschalteten Transistorzellen nicht auf der Chipebene,
sondern vorzugsweise auf einer Leiterplatine. Somit wird
ein wesentlicher Teil der Transistorverdrahtungsebenen
von der teuren Halbleiteroberflache auf eine vergleichs-
weise sehr preiswerte Leiterplatine verschoben. Auch
kénnen auf Leiterplatinen besonders einfach dicke Kup-
ferbahnen erzeugt werden, die bei gleichem Querschnitt
die Leitfahigkeit von Leiterbahnen, welche durch Auf-
dampf- oder Sputterprozesse auf der Halbleiteroberfla-
che realisierbar sind, Ubersteigen.

[0009] Auf der Waferebene - das heilt vor der Flip-
Chip-Montage des Transistors auf der Leiterplatine - sind
die einzelnen Transistorzellen unabhangig voneinander
funktionsfahig. Dies bietet die Mdglichkeit, die elektri-
sche Charakterisierung des Transistors durch die elek-
trische Charakterisierung seiner Transistorzellen vorzu-
nehmen. Die Stromtragfahigkeit des eingesetzten Mess-
aufbaus muss dann nur den Transistorzellen entspre-
chen, Defekte lassen sich auf einzelne Transistorzellen
eingrenzen, und die Parameterstreuung einzelner Zellen
des Transistors kann bestimmtwerden. Auch kénnen bei
Transistoren mit sehr vielen Zellen einzelne defekte Zel-
len durch das Weglassen der entsprechenden Bumps
aus dem Transistor eliminiert werden.

[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
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Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht eines
Transistors;

Figur 2  eine Aufsicht eines Beispiels einer Transis-
torzelle, das nicht unter den Schutzbereich
der Anspriche fallt;

Figur 3  eine Aufsicht eines Ausflihrungsbeispiels er-
findungsgemaler Transistorzellen; und

Figur4  eine Aufsicht eines weiteren Ausfilhrungsbei-
spiels erfindungsgemafer Transistorzellen.

[0011] Fig. 1zeigt exemplarisch den Querschnitt eines

Transistors. Der Transistor ist auf der Halbleiteroberfla-
che 102, die sich auf einem Substrat 101 befinden kann,
in mehrere identische Transistorzellen 103 aufgeteilt,
welche fur sich genommen funktionsfahige Transistoren
darstellen. Dabei sind die Steuerelektroden aller Tran-
sistorzellen des Transistors miteinander auf der Halblei-
teroberflache verbunden. Eine vollstandige Verbindung
der Quellen und Senken der Transistorzellen unterein-
ander erfolgt nicht - wie sonst Ublich - auf der Halblei-
teroberflache. Die Quellen- und Senkenkontaktfelder
104 der Transistorzellen werden jeweils mit einem Bump
105 versehen. Auch wird der Steuerelektrodenkontakt
des kompletten Transistors mit einem oder mehreren
Bumps versehen. Die Bumps sind in einem Flip-Chip-
Verfahren mit Leiterbahnen 106 auf einer in der elektro-
nischen Aufbautechnologie Ublichen Leiterplatine 107
verbunden, die bevorzugt eine hohe Warmeleitfahigkeit
aufweist. Die Leiterbahnen auf der Leiterplatine sind der-
art angeordnet, dass sie alle Quellen- bzw. Senken-
bumps parallel so verschalten, dass alle Transistorzellen
einen parallel geschalteten Transistor mit hoher Strom-
tragfahigkeit ergeben. Die GroRRe der Transistorzellen ist
so gewahlt, dass deren Stromtragfahigkeit an die der
Bump-Kontakte angepasst ist.

[0012] Fig. 2, 3 und 4 zeigen Aufsichten von Transis-
torzellen. Die Transistorzellen sind auf der Halbleitero-
berflache als abwechselnde Folge von Quellenfeldern
201,301, 401 und Drainfeldern 202, 302, 402 aufgebaut,
diedurch eine netzartigangeordnete zusammenhangen-
de Steuerelektrode 203, 303, 403 voneinander getrennt
sind. Somit ist ein aktives Transistorgebiet 204 an allen
Kanten der Source- und Drainfelder méglich, sofern das
entsprechende Feld nicht an einer AuRBenseite der Tran-
sistorzelle liegt. Die Steuerelektroden 203, 303, 403 un-
terschiedlicher Transistorzellen sind durch auf der Halb-
leiterebene angeordnete Metallstreifen 205, 304, 404
miteinander elektrisch leitend verbunden.

[0013] In Fig. 2 sind die Quellen- und Senkenfelder
201 und 202 rechteckig. Die Quellenkontaktfelder 206
und Senkenkontaktfelder 207 mit den Bumps 208 liegen
an entgegengesetzten Seiten des Feldes mitden aktiven
Transistorgebieten. Die elektrisch leitende Verbindung
zwischen den Quellen- und Senkenfeldern und den zu-
gehdrigen Kontaktfeldern ist mit Metallbriicken realisiert.
Diese kdnnen als Luftbriicke oder als Briicke Uber ein
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Dielektrikum realisiert sein, welches Uiber den zu kontak-
tierenden Quellen- oder Senkenfeldern gedffnet ist.
[0014] In einer ersten, in Fig. 3 dargestellten und einer
weiteren in Fig. 4 dargestellten mdglichen Ausfiihrung
sind die Quellen- und Senkenfelder 301, 401 bzw. 302,
402 konzentrisch um ein Quellen- oder Senkenkontakt-
feld 305, 405 bzw. 306, 406 mit Bump 307, 407 ange-
ordnet. Die Steuerelektroden 303, 403 ergeben ein Netz-
werk aus konzentrischen und radialen Metallisierungen,
welche Uber auf der Halbleiterebene angeordnete Me-
tallstreifen 304, 404 mit den Steuerelektroden der Ubri-
gen Transistorzellen des Transistors elektrisch leitend
verbunden sind. Der Vorteil der in Fig. 3 und 4 darge-
stellten Ausfiihrungen liegt in dem minimierten Warme-
widerstand zwischen dem aktiven Transistorgebiet und
dem Bump, der dann besonders effizient zur Warmeab-
fuhr der Verlustwarme des Transistors zur Leiterplatine
hin genutzt werden kann. Auch ermdglicht es die kon-
zentrische Anordnung der Steuerelektroden deren Ab-
stand zueinander mitzunehmendem Abstand vom Bump
derart zu erhéhen, dass sich die sich beim Transistorbe-
trieb einstellende Temperatur auf der Halbleiteroberfla-
che mit zunehmendem Abstand zum Bump nicht erhdht.
Die Kontaktierung der Quellen- und Senkenfelder erfolgt
analog zu Figur 2.

[0015] Dabei werden die Quellenfelder in Transis-
torzellen, die ein Quellenkontaktfeld aufweisen, mit die-
sem Quellenkontaktfeld verbunden; die Quellenfelder in
Transistorzellen, die ein Senkenkontaktfeld aufweisen,
werden mit dem Quellenkontaktfeld einer benachbarten
Transistorzelle verbunden. Entsprechendes gilt fir die
Senkenfelder.

[0016] Ist die Anordnung der Steuerelektroden, wie in
Fig. 3 anhand von vier Transistorzellen dargestellt, he-
xagonal, so kann die Halbleiteroberflache lickenlos mit
Quellen- und Senkenfeldern mit in der Mitte liegenden
Quellen- oder Senkenbumps 307 belegt werden.
[0017] st die Anordnung der Steuerelektroden, wie in
Fig. 4 anhand von vier Transistorzellen dargestellt, ok-
tagonal, so ist eine Transistorzelle mit zentralem Quel-
lenkontaktfeld 405 zu allen Seiten von Transistorzellen
mit zentralem Senkenkontaktfeld 406 umgeben und um-
gekehrt. Dies hatden Vorteil, dass die einzelnen Quellen-
und Senkenfelder 401 und 402 besonders einfach liber
eine Metallbriicke mit den Quellen- und Senkenkontakt-
feldern 405 und 406 verbunden werden kénnen.

[0018] Dieflrdiein Fig. 4 dargestellte oktagonale Aus-
fihrung beschriebenen Vorteile gelten fiir alle bumpzen-
trierten polygonalen Ausfiihrungen, bei denen die Kan-
tenanzahl der Polygone ganzzahlig durch 4 teilbar ist.
Andere Ausfiihrungen der lateralen Anordnungen der
Quellen- und Senkenfelder mit den dazwischen liegen-
den Steuerelektroden sind mdéglich.

[0019] Jede der beschriebenen Ausflihrungen lasst
sich auch auf einen erfindungsgemafRen Diodenaufbau
ibertragen. Hierzu sind jeweils die Steuerelektroden und
ihre Kontakte wegzulassen und die Quellenfelder durch
Kathodenfelder, die Quellenkontaktfelder durch Katho-



denkontaktfelder, die Senkenfelder durch Anodenfelder
und die Senkenkontaktfelder durch Anodenkontaktfelder
zu ersetzen. Die Kathodenkontaktfelder werden jenseits
der Halbleiteroberflache miteinander leitend zu einer Ka-
thode verbunden, und die Anodenkontaktfelder werden
jenseits der Halbleiteroberflache miteinander leitend zu
einer Anode verbunden. Dadurch entsteht eine Diode mit
hoher Stromtragfahigkeit und effizienter Ausnutzung der
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Halbleiteroberflache.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0020]

101 Substrat

102 Halbleiteroberflache
103 Transistorzelle

104 Quellen-/Senkenkontaktfeld
105 Bump

106 Leiterbahn

107 Leiterplatine

201, 301,401 Quellenfeld

202, 302,402  Senkenfeld

203, 303, 403  Steuerelektrode

204 aktives Transistorgebiet
205, 304, 404  Metallstreifen

206, 305,405 Quellenkontaktfeld
207,306,406  Senkenkontaktfeld

208, 307,407 Bump

Patentanspriiche

1.

Transistor, umfassend:

mindestens eine erste und eine benachbarte,

zweite Transistorzelle (103), je umfassend:

ein Kontaktfeld (305, 306, 405, 406), wel-
ches mindestens einen Bump (105, 208,
307, 407) aufweist, der mit einer Leiterpla-

tine (107) leitend verbindbar ist,

eine Steuerelektrode (303, 403), die sich
aus einem Netzwerk aus zu dem Kontakt-
feld konzentrischen und radialen Metallisie-

rungen ergibt;

eine Vielzahlvon Quellenfeldern (301,401);

und

eine Vielzahlvon Senkenfeldern (302, 402),
wobei die Quellenfelder (301, 401) und die
Senkenfelder (302, 402) konzentrisch um
das Kontaktfeld (305, 306, 405, 406) in ab-
wechselnder Reihenfolge und durch die
Steuerelektrode von einander getrennt an-

geordnet sind,
wobei

die Steuerelektrode (303, 403) mindestens
eines der Quellenfelder (201, 301,401) und
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mindestens eines der Senkenfelder (202,
302, 402) vollstandig umschlieRt,

wobei die Quellenfelder (301, 401) der ers-
ten und der zweiten Transistorzelle leitend
mit dem Kontaktfeld (305, 405) der ersten
Transistorzelle und die Senkenfelder (302,
402) der ersten und der zweiten Transis-
torzelle leitend mit dem Kontaktfeld (306,
406) der zweiten Transistorzelle verbunden
sind.

2. Transistor gemal Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die konzentrischen Metallisierungen mit zunehmen-
dem Abstand vom Bump zueinander zunehmend
beabstandet sind, so dass die sich beim Transistor-
betrieb einstellende Temperatur der Steuerelektro-
de (303, 403) mit zunehmendem Abstand zu dem
mindestens einen Bump (307, 407) nicht zunimmt.

Transistor gemaR einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuerelektrode (303) eine hexagonale Anord-
nung aufweist.

Transistor gemaR einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuerelektrode (403) eine polygonale Anord-
nung aufweist, wobei die Kantenanzahl der Polygo-
ne ein ganzzahliges Vielfaches von 4 ist.

Transistor geman einem der Anspriiche 1 bis 4 mit
einer Vielzahlvon ersten und benachbarten, zweiten
Transistorzellen, wobei die Transistorzellen (103)
auf einer Halbleiteroberflache (102) angeordnet
sind ,

wobei

die Bumps (307, 407) der Kontaktfelder (305, 405)
der ersten Transistorzellen Uber Leiterbahnen auf
einer Leiterplatine (107) miteinander leitend verbun-
den sind; und die Bumps (307, 407) der Kontaktfel-
der (306, 406) der zweiten Transistorzellen Uber Lei-
terbahnen aufder Leiterplatine (107) miteinander lei-
tend verbunden sind.

Transistor geman Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Transistorzellen (103) auf der Halbleiteroberfla-
che (102) aneinander angrenzend angeordnet sind.

Transistor gemaR einem der Anspriiche 5 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuerelektroden (203, 303, 403) der Transis-
torzellen (103) auf einem anderen Substrat mitein-
ander leitend verbunden sind als die Quellenkontakt-
felder (206, 305, 405) und die Senkenkontaktfelder
(207, 306, 406).
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8. Verfahren zur Herstellung eines Transistors, umfas-

send:

Bereitstellen einer Halbleiteroberflache (102);
Ausbilden, auf der Halbleiteroberflache (102),
mindestens einer ersten und einer benachbar-
ten, zweiten Transistorzelle (103) von denen je-
de eine Steuerelektrode (303, 403), eine Viel-
zahl von Quellenfeldern und eine Vielzahl von
Senkenfeldern umfasst,

und

leitendes Verbinden der Steuerelektroden (303,
403) miteinander, Ausbilden eines Kontaktfelds
(305, 405, 306, 406) in jeder Transistorzelle
(103);

leitendes Verbinden der Quellenfelder (301,
401) der ersten und der zweiten Transistorzelle
mit dem Kontaktfeld der ersten Transistorzelle,
so dass jede erste Transistorzelle ein Quellen-
kontaktfeld (305, 405) aufweist;

leitendes Verbinden der Senkenfelder (302,
402) der ersten und der zweiten Transistorzelle
mitdem Kontaktfeld der zweiten Transistorzelle,
so dass jede zweite Transistorzelle ein Senken-
kontaktfeld (306, 406) aufweist;

Ausbilden mindestens eines Bumps (307, 407)
auf jedem der Quellenkontaktfelder (305, 405)
und auf jedem der Senkenkontaktfelder (306,
406);

Bereitstellen einer Leiterplatine (107);
leitendes Verbinden der Bumps (307, 407) der
Quellenkontaktfelder (305, 405) miteinander
Uber Leiterbahnen auf der Leiterplatine (107);
und

leitendes Verbinden der Bumps (307, 407) der
Senkenkontaktfelder (306, 406) miteinander
Uber weitere Leiterbahnen auf der Leiterplatine
(107),

wobei

in jeder der Vielzahl von Transistorzellen (103)
die Steuerelektrode (203, 303, 403) so ausge-
bildet wird, dass sie mindestens eines der Quel-
lenfelder (201, 301, 401) und mindestens eines
der Senkenfelder (202, 302, 402) vollstandig
umschliefit,

wobei sich jede Steuerelektrode (303, 403) aus
einem Netzwerk aus konzentrischen und radia-
len Metallisierungen, die um den jeweiligen min-
destens einenBump herum angeordnetsind, er-
gibt und

wobei die Quellenfelder (301, 401) und die Sen-
kenfelder (302, 402) konzentrisch um das Kon-
taktfeld (305, 3086, 405, 406) in abwechselnder
Reihenfolge und durch die Steuerelektrode von
einander getrennt sind.
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Claims

Transistor, comprising:

at least a first and an adjacent second transistor
cell (103), each of them comprising:

acontactfield (305, 306, 405, 406) compris-
ing at least one bump (105, 208, 307, 407)
which can be conductively connected to a
printed circuit board (107),

a control electrode (303, 403) which is the
result of a network of metallizations concen-
tric and radial with respect to the contact
field;

a plurality of source fields (301, 401); and
a plurality of drain fields (302, 402),
wherein the source fields (301, 401) and the
drainfields (302,402) are arranged concen-
trically around the contact field (305, 306,
405, 406) in an alternating sequence and
separated from each other by the control
electrode,

wherein

the control electrode (303, 403) completely
encloses at least one of the source fields
(201, 301, 401) and at least one of the drain
fields (202, 302, 402),

wherein the source fields (301, 401) of the
first and the second transistor cell are con-
ductively connected to the contact field
(305, 405) of the first transistor cell, and the
drain fields (302, 402) of the first and the
second transistor cell are conductively con-
nected to the contact field (306, 406) of the
second transistor cell.

Transistor according to claim 1,

characterized in that

the concentric metallizations are increasingly
spaced from each other with increasing distance
from the bump, so that the temperature of the control
electrode (303, 403) resulting from the transistor op-
eration does not increase with increasing distance
to the at least one bump (307, 407).

Transistor according to one of claims 1 or 2,
characterized in that

the control electrode (303) comprises a hexagonal
arrangement.

Transistor according to any of claims 1 to 3,
characterized in that

the control electrode (403) comprises a polygonal
arrangement, wherein the number of edges of the
polygons is an integer multiple of 4.

Transistor according to any of claims 1 to 4, com-
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prising a plurality of first and adjacent second tran-
sistor cells, wherein the transistor cells (103) are ar-
ranged on a semiconductor surface (102),

wherein

the bumps (307, 407) of the contact fields (305, 405)
ofthefirsttransistor cells are conductively connected
to each other via conductive tracks on a printed cir-
cuit board (107); and

the bumps (307, 407) of the contact fields (306, 406)
of the second transistor cells are conductively con-
nected to each other via conductive tracks on the
printed circuit board (107).

Transistor according to claim 5,

characterized in that

the transistor cells (103) are arranged adjacent to
each other on the semiconductor surface (102).

Transistor according to any of claims 5 to 6,
characterized in that

the control electrodes (203, 303, 403) of the transis-
tor cells (103) are conductively connected to each
other on another substrate than the source contact
fields (206, 305, 405) and the drain contact fields
(207, 306, 406).

Method for manufacturing a transistor, comprising:

providing a semiconductor surface (102);
forming at least a first and an adjacent second
transistor cell (103) on the semiconductor sur-
face (102), each of which comprises a control
electrode (303, 403), a plurality of source fields
and a plurality of drain fields,

and

conductively connecting the control electrodes
(303, 403) to each other,

forming a contact field (305, 405, 306, 406) in
each transistor cell (103);

conductively connecting the source fields (301,
401) of the first and the second transistor cell to
the contact field of the first transistor cell, so that
each first transistor cell comprises a source con-
tact field (305, 405);

conductively connecting the drain fields (302,
402) of the first and the second transistor cell to
the contact field of the second transistor cell, so
that each second transistor cell comprises a
drain contact field (306, 406);

forming at least one bump (307, 407) on each
of the source contact fields (305, 405) and on
each of the drain contact fields (306, 406);
providing a printed circuit board (107);
conductively connecting the bumps (307, 407)
of the source contact fields (305, 405) to each
other via conductive tracks on the printed circuit
board (107); and

conductively connecting the bumps (307, 407)
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of the drain contact fields (306, 406) to each oth-
er via further conductive tracks on the printed
circuit board (107),

wherein,

in each of the plurality of transistor cells (103),
the control electrode (203, 303, 403) is formed
insuch away thatitencloses completely at least
one of the source fields (201, 301, 401) and at
least one of the drain fields (202, 302, 402),
wherein each control electrode (303, 403) is the
result of a network of concentric and radial met-
allizations which are arranged around the re-
spective at least one bump, and

wherein the source fields (301, 401) and the
drain fields (302, 402) are arranged concentri-
cally around the contact field (305, 306, 405,
406) in an alternating sequence and separated
from each other by the control electrode.

Revendications

Transistor, comprenant:

au moins une premiére et une deuxieme cellule
de transistor (103) adjacente, chacune d’elles
comprenant :

un champ de contact (305, 306, 405, 406)
comprenant au moins une bosse (105, 208,
307, 407) qui peut étre connectée de ma-
niere conductrice a une carte de circuit im-
primé (107),

une électrode de commande (303, 403) qui
résulte d’'un réseau de métallisations con-
centriques etradiales par rapport au champ
de contact ;

une pluralité de champs de source (301,
401) ; et

une pluralité de champs dedrain (302, 402),
dans lequel les champs de source (301,
401) et les champs de drain (302, 402) sont
disposés de maniére concentrique autour
du champ de contact (305, 306, 405, 406)
en une séquence alternante et séparés les
uns des autres par I'électrode de comman-
de,

dans lequel

I'électrode de commande (303, 403) entou-
re complétement au moins 'un des champs
de source (201, 301, 401) et au moins 'un
des champs de drain (202, 302, 402),

les champs de source (301, 401) de la pre-
miéere etde la deuxieme cellule de transistor
étant connectés de maniére conductrice au
champ de contact (305, 405) de la premiére
cellule de transistor, et les champs de drain
(302, 402) de la premiére et de la deuxiéme
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cellule de transistor étant connectés de ma-
niere conductrice au champ de contact
(306, 406) de la deuxieme cellule de tran-
sistor.

Transistor selon la revendication 1,

caractérisé en ce que

les métallisations concentriques sont espacées les
unes des autres de maniére croissante avec 'aug-
mentation de la distance a la bosse de sorte que la
température de I'électrode de commande (303, 403)
résultantde 'opération du transistor n’augmente pas
avec 'augmentation de la distance a I'au moins une
bosse (307, 407).

Transistor selon 'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que

I'électrode de commande (303) présente un arran-
gement hexagonal.

Transistor selon 'une des revendications 1 a 3,
caractérisé en ce que

I'électrode de commande (403) présente un arran-
gement polygonal, le nombre de bords des polygo-
nes étant un multiple entier de 4.

Transistor selon 'une des revendications 1 a 4, com-
prenant une pluralité de premiéres et de deuxiémes
cellules de transistor adjacentes, les cellules de tran-
sistor (103) étant disposées sur une surface semi-
conductrice (102),

dans lequel

les bosses (307, 407) des champs de contact (305,
405) des premiéres cellules de transistor sont con-
nectées les unes aux autres de maniére conductrice
par des pistes conductrices sur une carte de circuit
imprimé (107); et

les bosses (307, 407) des champs de contact (306,
406) des deuxiemes cellules de transistor sont con-
nectées les unes aux autres de maniére conductrice
par des pistes conductrices sur la carte de circuit
imprimé (107).

Transistor selon la revendication 5,

caractérisé en ce que

les cellules de transistor (103) sont disposées sur la
surface semi-conductrice (102) de maniére a étre
adjacentes les unes aux autres.

Transistor selon 'une des revendications 5 a 6,
caractérisé en ce que

les électrodes de commande (203, 303, 403) des
cellules de transistor (103) sont connectées de ma-
niére conductrice sur un substrat différent de celui
des champs de contact de source (206, 305, 405)
et des champs de contact de drain (207, 306, 406).

Procédé de fabrication d’un transistor, comprenant :
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prévoir une surface semi-conductrice (102) ;
former au moins une premiéere et une deuxieme
cellule de transistor (103) adjacente sur la sur-
face semi-conductrice (102), chacune d’elles
comprenant une électrode de commande (303,
403), une pluralité de champs de source et une
pluralité de champs de drain, et

connecter de maniére conductrice les électro-
des de commande (303, 403) les unes aux
autres ;

former un champ de contact (305,405, 306, 406)
dans chaque cellule de transistor (103) ;
connecter de maniére conductrice les champs
de source (301, 401) de la premiére et de la
deuxiéme cellule de transistor au champ de con-
tact de la premiére cellule de transistor de sorte
que chaque premiére cellule de transistor com-
prend un champ de contact de source (305,
405) ;

connecter de maniére conductrice les champs
de drain (302, 402) de la premiére et de la se-
conde cellule de transistor au champ de contact
de ladeuxieme cellule de transistor de sorte que
chaque deuxiéme cellule de transistor com-
prend un champ de contact de drain (306, 406),
former au moins une bosse (307, 407) sur cha-
cundes champs de contactde source (305, 405)
et sur chacun des champs de contact de drain
(306, 406) ;

prévoir une carte de circuit imprimé (107) ;
connecter de maniere conductrice les bosses
(307, 407) des champs de contact de source
(305, 405) les unes aux autres par des pistes
conductrices sur la carte de circuit imprimé
(107) ; et

connecter de maniére conductrice les bosses
(307, 407) des champs de contact de drain (306,
406) les unes aux autres par des autres pistes
conductrices sur la carte de circuit imprimé
(107),

dans lequel

I'électrode de commande (203, 303, 403) est
formée dans chacune de la pluralité de cellules
de transistor (103) de telle maniére qu’elle en-
toure complétement au moins I'un des champs
de source (201, 301, 401) et au moins l'un des
champs de drain (203, 302, 402),

chaque électrode de commande (303, 403) ré-
sultant d’un réseau de métallisations concentri-
ques et radiales arrangées autour de 'au moins
une bosse respective, et

les champs de source (301, 401) et les champs
de drain (302, 402) étant disposés de maniére
concentrique autour du champ de contact (305,
306, 405, 406) en une séquence alternante et
séparés les uns des autres par I'électrode de
commande.
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